-
Transistoren Transistors
Si-npn-NF-Transistoren mittlerer Leistung
n-p-n middle power AF Si-transistors
Typ Grenzdaten bei . ; elektr. Kenndaten bei .
mox. ratings ot 00 = —55 ... +125°C o vical choracteristics ot U* = 23°C
Peot ) Ucso Uceo Ueso le  hyed) bei/at fr?) Uceser ) Usesae ) lcso bei/a!
Uce [ Ucs
Vv ' v \' A v mA MHz Vv v nA v
SD 335 12,5 45 45 5 15 A0.... 8072 150 130 <05 <09 100 30
SD 337 12,5 60 60 5 1.5 40 ... 2502 150 130 <05 <09 < 100 30
SD 339 12,5 80 80 5 .5 40 ... 250 2 150 130 <0,5 < 0,9 <100 30
Si-pnp-NF-Transistoren mittlerer Leistung
p-n-p middle power AF Si-transistors
Typ Grenzdaten bei ; " elektr. Kenndaten bei _ i
max. ratings  at B = —55... 4125°C electrical characteristics at da = 25°C
Pro: J) —Uceo —Uceo —Usso —lc hye?) bei/at fr?) —Ucesat ) —Usesar’) =lceo bei/al
—Uce —lc —Ucs
w v Vv Vv A v mA MHz Vv Vv nA A"
SD 336 12,5 45 45 5 1.5 40 ... 2502 150 190 <03 < 0,9 <_100 30
SD 338 12,5 60 60 5 1.5 40 ... 250 2 150 190 <.0,5 =09 <100 30
SD 340 12,5 80 80 5 1.5 40 ...2502 150 190 < 0.5 <09 <2100 30

b,

lle] = 500mA; |le] = 50 mA %) Selektiert nach Stromverstdrkungsgruppen

2) |Ucel = 10V; |ic] = 50mA; f = 20 MHz selected by current-gain groups
3) a = 25°C
Si-MOS-Feldeffekttransistoren (n-Kanal-Verarmungstyp)
Si-MOS field-effect transistors (n-channel deleption-type)
Typ Grenzdaten  bei . Informatiensdaten bei
max. raotings ot g T clectrical characteristics  at 425 257G
Peot Ups bei Ucs Uobc Io lo Y. bei -Ur bei Re
mW v ot v Vv mA mA mS at Vv at
-Uas Uos lo
Vv v uhA T2
SM 103 150 20 12 —-15/4-5 32 15 3 ...12 1.3 8 12 10 =1
SM 104 150 20 10 —15/+5 30 15 1.5... 65 1.0 8 8 10 >1
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Typ Grenzdaten  bei Informationsdaten bei

mox. ratings ot 9% =23°C electrical characteristics at ¢ = 29°C
Pioe Ups Ucs Uoc Uss -lo -lo Ya bei -Ur bei Cges Ros
mW  Ups Uoe lorm * at at
-Ups -lo
v v v v mA mA mS v v uh pF 2
SMY 50 225 -=-31/+403 -=31/403 431 —-15/403 25 10 2 10 3060 10 <12 150
SMY 51 1) 240 -=31/403 =31/4+03 +31 0 20 12 2 10 3...6 10 <12 150
SMY 52 300 -=31/403 —=31/403 +31 -15/-403 60 50 12,5 10 s 10 < 38 25
120 *
SMY 60 3) 240 -25/403 . —25/403 +25 -—15/403 20 ~>2.8 10 <10
vu1s5D? 400 -31/403 =31/403 +31 0 25 =3 2 3...6 10 <12 150
) Doppeltransistor " d -
ual transistor
2) 6-fach-Transistor (MOS-5Schaltkreis) % -ste-transiiter MOS elitult
» L 4
) Doppeltransistor ohne Gateschutzdioden, 3) dual transistor without gate protecting diodes with

getrennter Substratanschlufl fealated bulk:connaxion
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SM 103, SM 104 SD 335D ... SD 340D
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